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Опись И28820240
№ 
по 
пор.

Наименование Маркировка Кол
№ 

гнез
да

№
документа

1

2 Вольтметр универсальный В7-16 ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

В7-16 1 1 И22.710.002СП

3 Зажим 2 2 ЯП4.835.007СП

4 Кабель И24.850.086 1 2 И24.850.086 Сп

5 Кабель ремонтный И24.853 370-2 1 2 И24.853.370-2СП

б Контакт электрический магнито-
упрабляемый КЭМ-26 3 2 СЯ0.830.010 ТУ

7
8 Плата ремонтная И23 660 058-1 1 2 И23.660.058-1СП

9 Предохранитель 6П1-1 -0.5а 0.5А 2 2 ОЮО. 480 003 ТУ
10 Пробод бысокобольтный 1 2 И26. 640.012.

11 Пробод соединительный И24.860 008 1 2 И24 860.008СП

12 Скоба И 28.667.382 1 2 И28.667.382

13 Схемы принципиальные
злекптоические ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

В7-16 АЛЬБОМ №2

СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 1 2

14 Техническое описание и инструкция

по эксплуатации ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫМ

В7-16 АЛЬБОМ N>1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ 1 2 И22.710.002Т0

15 Формуляр ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

87-16 АЛЬБОМ N*3

ФОРМУЛЯР 1 2 И22.71ООО2Ф

16 Шнур питания ЯП4 860.010 1 2 И24.860.010СП

Р Вилка 2РМ27КПН241ШВ1 2РМ27КПН2ЧШ1В4 4 2 гео. 364. зге ту
(Поставляется на приборы с
приемной заказчика, на приборы
с приемкой ОТК-если это
огоборено б договоре на пос-
тобку)

Фамилия Подпись / дата Схема укладки

комплектовал

0ТК 1 2
Заказчик L



ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ B7-I6

С X Е М Ы
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

АЛЬБОМ № 2

ВНИМАНИЕ!

В данном приборе В7-16 на схемах электрических 
И22.070.072 ЭЗ и И22.710.002 ЭЗ и в перечнях элементов к ним 
вместо старого обозначения микросхем 1ТК332 и 1ЛБЗЗЗ 
должно быть новое обозначение: 133ТМ2 и 133ЛАЗ соответ
ственно.
Зак. 1448—3000.
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ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В7-16

ОПИСЬ АЛЬБОМА № 2

атд2.032.000 ЭЗ Усилитель дифференциальный.
Схема электрическая принципиальная.

атд2.032.000 ПЭЗ Усилитель дифференциальный.
Перечень элементов.

И22.070.072 ЭЗ Устройство логическое.
Схема электрическая принципиальная.

И22.070.072 ПЭЗ Устройство логическое.
Перечень элементов.

И22.070.073 ЭЗ Блок автоматики.
Схема электрическая принципиальная.

И22.070.073 ПЭЗ Блок автоматики.
Перечень элементов.

И22.085.013 ЭЗ Блок калибровочного напряжения.
Схема электрическая принципиальная.

И22.085.013 ПЭЗ Блок калибровочного напряжения.
Перечень элементов.

И22.087.219 ЭЗ Блок питания.
Схема электрическая принципиальная.

И22.087.219 ПЭЗ Блок питания.
Перечень элементов.

И22.208.120 СхЭ

И22.208.120 Д

И22.208.135 СхЭ

И22.208.135 Д

И22.208.151 СхЭ

И22.208.151 Д

Делитель декадный с памятью.
Схема принципиальная электрическая.
Делитель декадный с памятью.
Перечень элементов.
Делитель с памятью 1,5 Мгц.
Схема принципиальная электрическая.
Делитель с памятью 1,5 Мгц.
Перечень элементов.
Делитель декадный с памятью.
Схема принципиальная электрическая.
Делитель декадный с памятью.
Перечень элементов.

в



И22.710.002 ЭЗ
И22.710.002 ПЭЗ
PI22.746.012 ЭЗ

И22.746.012 ПЭЗ

1122.746.013 СхЭ

И22.746.013 Д

1423.211.011 СхЭ

PI23.211.011 Д

И23.211.012 СхЭ

1123.211.012 Д

Схема электрическая принципиальная. 
Перечень элементов.
Блок индикации.
Схема электрическая принципиальная. 
Блок индикации.
Перечень элементов.
Индикатор полярности, перегрузок. 
Схема принципиальная электрическая. 
Индикатор полярности, перегрузок. 
Перечень элементов.
Преобразователь напряжения.
Схема электрическая принципиальная.
Преобразователь напряжения. 
Перечень элементов.
Компараторы.
Схема электрическая принципиальная. 
Компараторы.
Перечень элементов.
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Зона Поз. обоз
начение

R1
R2
R3
R4
R5
R6, R7
R8, R9
RIO, R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23

С1
С2*
СЗ
С4
С5*
С6...С8

Д1, Д2
ДЗ, Д4
Д5

Tl, Т2
ТЗ
Мс1, Мс2

УСИЛИТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
Перечень элементов атд2.032.000 ПЭЗ

Наименование

Резисторы

СП5-2; 680 ом 10% 
УЛИ-0,125-15 ком±1% 
ОМЛТ-0.25-120 омгЫ0% 
УЛИ-0,125-15 комЧ-1% 
ОМЛТ-0,5-1 Мом±10%
ОМ Л Т-0,25-33 ком+10% 
ОМ Л Т-0,25-3,3 ком + 10% 
ОМЛТ-0.25-330 омЗ=10% 
УЛИ-0,125-4,32 ком+1% 
ОМЛТ-0,25-2,2 ком + 10% 
УЛИ-0,125-4,32 ком + 1% 
УЛИ-0,125-1 ком+1% 
СП5-2; 1,5 ком 10% 
УЛИ-0,125-51,1 ком + 1% 
СП5-2; 10 ком 10% 
УЛИ-0,125-51,1 ком + 1 % 
УЛИ-0,125-3,92 ком+1% 
ОМЛТ-0,25-510 ом+5% 
ОМЛТ-0,25-2 ком + 10% 
ОМ Л Т-0,25-10 ком + 10%

Конденсаторы

КМ-5а-Н30-0,047 мкф
КМ-5а-.М75-820 пф+5%
КМ-5а-М75-1300 пф+10%
КМ-5а-Н30-0,047 мкф
КМ-5а-М75-820 пф+5%
КМ-5а-М75-1300 пф+10%

Диоды полупроводниковые

Д223
2Д102А
Д818Е

Транзисторы

2П303Б
2Т201Д
Микросхема 140УД1Б

Кол.

1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

I 1
1
1
1
1

I
I

1
1
1

1
3

2
2
1

2
Т
2

Примечание

470...1000 пф

470...1000 пф

i
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УСТРОЙСТВО ЛОГИЧЕСКОЕ
Перечень элементов И22.070.072 ПЭЗ

Зона Поз. обоз
начение Наименование Кол. Примечание

Резисторы

R1 ОМЛТ-0,25-1,2 кОм-4-10% 1
R2 ОМЛТ-0,25-100 кОм+10% 1R3 ОМЛТ-0,25-680 Ом+5% 1
R4...R6 ОМЛТ-0,25-3,3 кОм-1-10% 3R7 ОМЛТ-0,25-270 Ом±Ю% 1
R8 ОМЛТ-0,25-3,3 кОм+10% 1R9 ОМЛТ-0,25-270 Ом±Ю% 1

1R10 ОМЛТ-0,25-3,3 кОм+10%
R11 ОМЛТ-0,25-2,2 кОм±Ю% 1R12 ОМЛТ-0,25-22 кОм+10% 1R13 ОМЛТ-0,25-2,2 кОм-4-10% 1R14 ОМЛТ-0,25-22 кОм±Ю% 1
R15 ОМЛТ-0,25-4,7 кОм+10% 1R16 ОМЛТ-0,25-330 Ом±Ю% 1
R17 ОМЛТ-0,25-4,7 кОм±Ю% 1

Конденсаторы

С1 КМ-5а-Н90-0,047 мкФ 1С2 КМ-5а-М47-110 пф±10% 1СЗ КМ-5а-М47-390 пФ±10% I
С4 КМ-5а-М47-56 пФ±10% i
С5...С7 КМ-5а-М47-110 пФ±10% 3
С8, С9 КД-2а-М47-18 пФ±10°О 2
СЮ, СП КД-2а-М47-33 пФ±10%-3 2
С12* КМ-4а-М75-510 пФ±10% 1 470...620 пф

Диоды полупроводниковые

Д1 Д9К 1Д2...Д7 Д18 6
1Д8 Д9К

Др1 Дроссель высокочастотный
ДМ-0,1-50±5% черт. Пе4.777.000 Сп 1

Пэ1 Резонатор II Г-18ГХ11600 кГц-МЗ 1
Микросхемы

У1, У2 2НТ172 2
1УЗ 1ТК332
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I

Зои я Поз. обоз
начение

Rl, R2
R3, R4
R5
R6
R7
R8*
R9
R10
R11
R12

С1
С2, сз
С4
С5
С6
С7
С8, С9
Д1, Д2
Т1, Т2
тз
Мс1 ...Мс7
Мс8
Мс9

БЛОК АВТОМАТИКИ
Перечень элементов И22.070.073ПЭЗ

1Таимснозание Кол. Примечание

Резисторы

ОМЛТ-0,25-910 ком±5%
ОМЛТ-0.25-160 ом±5% 
ОМЛТ-0,25-9,1 ком±5%
О31ЛТ-0,25-1 ком+10% 
ОМЛТ-0,25-18 ком±10%
О М Л Т - 0,2 5 - 2 0 к о м -4- 5 %
ОУ1ЛТ-0,25-560 ом± 10% 
051Л Т-0,25-15 ком± 10 % 
031Л Т-0,25-1 ком±10°/о
Рез исто]) СП5-2; 4,7 ком 10%

Конденсаторы

К50-6-1 0и-20 мкф
КЗ 1-6-1190-1,0 мкф
К50-6-10 в-20 мкф
К42У-2-160-0,1 мкф±10%
К31-5а-1130-0,01 мкф
К31-4а-1130-0,022 мкф
К 31 - 4 а - 517 5 - 4 70 п ф ± 10 %
Диод полупроводниковый Д9К
Транзистор 2Т301Ж

„ 2П103Б
31икросхема 204ТК1

„ 204ЛБ2
204ТК1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2

1
1
1
1
2
2
2

1

1
1

18...24 ком





БЛОК КАЛИБРОВОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Перечень элементов И22.085.013ПЭЗ

Зона Поз. обоз
начение Наименование Кол. Примечание

П1
П2
ПЗ

Лепесток КС7.750.067
Колодка с лепестками ЯП5.282.С02
Лепесток КС7.750.067

1
1

1
и Транзистор П214А. 1

Блок № 1. И22.064.060 Сп
Резисторы

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7*

ОМЛТ-0,5-330 ом±1()%
ОМЛТ-0,5-1,5 ком±10%
ОМЛТ-0,5-330 ом±10%
ОМЛТ-0,25-27 ом±1()%
ОМЛТ-2-2 ком+5%
ОМЛТ-2-2 ком±5%
Резистор С5-5-1 вт-360 ом±1%

1
1
1
1
1
1 240, 470 ом

С1
С 2 Конденсатор КМ-5а-М1500-1500 пф±1()% 

„ К50-6-100 в-20 мкф
1
3 Параллельно

Д1Л-Д6
Д7-: Д9 Диод полупроводниковый 2Д102А 

„ ' „ Д814В
G
3

Нагреватель И25.863.006

R Элемент нагревательный
р Термобиметаллическое реле ЯП3.877.000Сп 1

Блок № 2. И22.068.658 Сп

Rl, R2
R3

Резистор С5-5-1 вт-910 ом ±0,5%
Резистор ОМЛТ-0,25-470 ком±10°/о

2
1

Д1
Д2

Диод полупроводниковый 2С191Т
„ ' „ Д818Е

1
1

Т1
Т2

Транзистор 2Т203А
Транзистор 2Т201А

1
1
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БЛОК ПИТАНИЯ
Перечень элементов И22.087.219 ПЭЗ

Поз. обоз
начение Наименование Кол. Примечание

Конденсаторы

С1 К50-ЗБ-25-1000 мкФ 1
С2 К50-ЗБ-12-2000 мкФ 1
СЗ К50-ЗБ-12-2000 мкФ 1
С4 К50-ЗБ-250-50 мкФ 1
В1 Микротумблер МТ1 1
В2 Микротумблер МТЗ 1
ВЗ Микротумблер МТЗ 1
Гнк.Гнб Гнездо штепсельное ГШО-1 НШО-1-НОА0.361.001

НЕС3.647.001СП 6
Д1, Д2 Диод полупроводниковый 2Д202В 2
Т1Ч-Т4 Транзистор П216В 4
ИП Счетчик времени ЭСВ-2,5-12,6/0 1
Кл. Клемма И24.835.004-02 1
Пр. Предохранитель ВП1-1-0,5а 1
Тр. Трансформатор И24.702.141 1
Ш1 Розетка РП15-32 ГВ 1
Ш2 Вилка 2РМ14Б4Ш1В1 1
ШЗ Розетка РП15-32ГВ

Блок 1. Стабилизаторы напряжений
И22.068.685

Резисторы

1

R1 ОМЛТ-0,25-270 Ом±Ю% 1
R2 ОМЛТ-1-1 кОм±Ю% 1
R3 ОМЛТ-0,25-10 кОм±Ю% 1
R4 ОМЛТ-0,25-2,2 кОм±Ю°/о 1
R5 ОМЛТ-0,25-560 Ом±Ю% 1
R6 ОМЛТ-0,25-470 Ом±Ю% 1
R7 СП5-2; 470 Ом 10% 1
R8 ОМЛТ-0,25-1 кОм±Ю% 1
R9, R10 ОМЛТ-0,25-10 кОм±Ю% 2
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Поз^ обоз
начение Наименование Код. Примечание

R11 ОМЛТ-0,25-2,2 кОм±Ю% 1
R12 ОМЛТ-0,25-560 Ом±Ю% 1
R13 ОМЛТ-0,25-470 Ом±Ю% 1
R14 СП5-2; 470 Ом 10% 1
R15 ОМЛТ-0,25-1 кОм±Ю% 1
R16 ОМЛТ-О.25-6,8 кОм±Ю°/о 1
R17 ОМЛТ-0,25-3,9 кОм±Ю% 1
R18 ОМЛТ-0,25-820 Ом± 10% 1
R19 СП5-2; 3,3 кОм 10% 1
R20 ОМЛТ-0,25-680 Ом±Ю% 1
R21 ОМЛТ-0,25-6,8 кОм± 10% 1
R22 ОМЛТ-0,25-3,9 кОм±Ю% 1
R23 ОМЛТ-0,25-820 Ом±Ю% 1
R24 СП5-2; 3.3 кОм 10% 1
R25 ОМЛТ-0,25-270 Ом±Ю% 1
R26* ОМЛТ-0,5-150 Ом±Ю% 1 0...180 Ом

Конденсаторы

Cl К50-6-25 В-500 мкФ 1
С2 КМ-5а-Н90-0,1 мкФ 1
СЗ К50-6-15 В-500 мкФ 1
С4 КМ-5а-Н90-0.1 мкФ 1
С5 К50-6-15 В-500 мкФ 1
С6 КМ-5а-Н90-0Л мкФ 1
С7 К50-6-6 В-500 мкФ 1
С8 К50-6-15 В-500 мкФ 1
С9 КМ-5а-Н90-0,1 мкФ 1
СЮ К50-6-6 В-500 мкФ 1
СИ К50-6-15 В 1000 мкФ 1

Диоды полупроводниковые

Д14-Д4 Д226Е 4Д5, Д6 Д814А 2Д7, Д8 Д814А 2Д9-Т-Д12 Д226Е 4Д13, Д14 Д814А 2Д154-Д18 Д226Е 4Д19 Д814А 1Д20-НД23 Д226Е 4Д24 Д814А 1Д25, Д26 МД217 2Д27-Д30 Д226Е 4

Транзисторы

Т1 2Т201А 1
Т2 МП16А 1
ТЗ 1Т403Б 1
Т4 МП16А 1
Т5 МП16А 1Тб 1Т403Б 1
Т7 МП16А 1Т8 МП16А 1T9 1Т403Б 1тю 2Т203А 1
T1I МП16А 1
Т12 1Т403Б 1
Т13 2Т203А 1
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Поз. обоз- j 
пачение j I

Наименование

Блок 2. Блок к: а л и б р о в о ч и о г о наг

И22.085.013 Сп

Блок 3. Делитель на 4

И22.084.062 Сп

R1 R2

R3

Д1-Д4

Мс! д-МсЗ

Резистор О.\к’1Т-(),2о-22 кОмЦО'.и

Резистор ОМ Л Т-0.5-33 Ом.ТЛО'р

Диод П0Л\ .ИрОВОДИИКОВЬЧ! /р.’К

.Микросхема 2TI\04 1





Поз. обоз
начение

ДЕЛИТЕЛЬ ДЕКАДНЫЙ С ПАМЯТЬЮ
Перечень элементов И22.208.120Д

Наименование
Основн. 
данные 

номинал
Кол. Примечание

Резисторы

R1 ОМЛТ-О.25-4.7 ком±10% 4,7 ком
R2 ОМ Л Т-0,25-10 ком±10% 10 ком
R3 ОЛП7 J -0,25-1 ком М 10 % 1 ком
R4 ОМЛТ-О.25-1 ком + 10% 1 ком
R5 ОА7 Л Т-0,25-1 ком ±10% 1 ком
R6 О А; Л Т-0.25-1 ком-'-10%, 1 ком
R7 ОМЛТ-0.25-3,3 ком±10% 3,3 ком
R8 ОМЛТ-0.25-3,3 ком±10% 3,3 ком
R9 ОМЛТ-0,25-3,3 ком±10% 3,3 ком
R10 ОМЛТ-0,25-3,3 ком±10% 3,3 ком
С1 Конденсатор КМ-5а-М75-120 пф±10% 120 пф
Д1, Д2 Диод полупроводниковый Д18
У1-У8 Микросхема 2ТК041
У9, У10 2НД021

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

8
о

2 375! 17



Перечень элементов И22.208.135Д
ДЕЛИТЕЛЬ С ПАМЯТЬЮ 1,5 Мгц

Г1оз. обоз
начение Наименование

Основы, 
данные 

номинал
Кол. Примечание

Резисторы

R1-R4 ОМЛТ-0,25-3,3 ком±10°/о 3,3 кОхМ 4
R5—R8 ОМЛТ-0,25 1 ком±10% 1 ком 4

Микросхемы

У1 2ТК041 1
У2 2НК041 1
УЗ, У4 2ТК041 2
У5 2ЛВ042 1
Уб 2ТК041 1
У7 2НД022 1
У8 2НД021 1
У9-У12 2ТК041 4
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Перечень элементов И22.208.151Д
ДЕЛИТЕЛЬ ДЕКАДНЫЙ С ПАМЯТЬЮ

Г1оз. обоз
начение Наименование

Основы, 
данные 

номинал
Кол. Примечание

R1
Резисторы

R2 ОМЛТ-0,25-4,7 ком±10% 4,7 ком 1
R3—R6 ОМЛТ-0,25-10 ком±10% 10 ком 1
R7—R10 ОМЛТ-0,25-1 ком±10% 1 ком 4
R11 ОМЛТ-0,25-3,3 ком±10°/о 3,3 ком 4
С1

ОМЛТ-0,25-4,7 ком±10% 4,7 ком 1

Д1-ДЗ
У1— У 8
У9, У10

Конденсатор КМ-5а-М75-120 пф±10°/о
Диод полупроводниковый Д18
Микросхема 2ТК041

2НД021

120 пф 1
3
8
2



ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В7-16
Перечень элементов И22.710.002 ПЭЗ

Поз. обоз
начение Наименование Кол. Примечание

I
Резисторы

R1
R2
R3, R4
R5
R6...R8
R9...R12
R13
R14
R15

СПЗ-9а-16-3,3 мОм+20%
ОМ Л Т-0,25-3 мОм ±5%
ОМЛТ-0,25-2 м0м±5%
МРХ-0,05-8,98 мОм±0,05%В
УЛИ-0,125-750 Ом±1%

I СГ13-9а-16-1 кОм±20%
I УЛИ-0,125-1 кОм±1%
I УЛИ-0,125-20 кОм±1%
! УЛИ-0,125-1,5 кОм+1%
I ОМЛТ 0,5-330 Ом-±Ю%

1
12

3
4
1
1
1
2

С1
С2...С4
С5
С6...С9

! Конденсаторы

! К71-4-0,47 мкф±Ю%
! КА'1-5аТ 190-0,15 мкф
I К71-4-0,1 мкф±10%

КМ-5а Н90-0,1 мкф

Диоды полупроводниковые

Д1
;Д2, дз 
I Д4

: В2
ВЗ

! В4
Кп1
К1
К2, КЗ
К4, К5
Ш1
Ш2
ШЗ, Ш4
Г1, Г2

Д18
Д818Е
Д226Е
Микротумблер МТД1 
Переключатель 11П5Н-К8 
Переключатель 5П6Н-К8 
М ик р от ум б лер МТ Д 3
Кнопка малогабаритная декоративная КМД1-1
Зажим малогабаритный ЗМП
Зажим малогабаритный ЗМЗ
Клемма ЯП4.835.004Сп
Розетка приборная СР-50-73Ф
Розетка 2РМ2762Г1В1
Вилка РП15-32ШВ
Гнездо ЯП6.604.018Сп

1
3
1
4

1
2
1
1

1
1
1

1
1
2

1
1 о

2
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Зона Поз. обоз
начение Наименование Кол. Примечание

У17 Плата И23.660.060Сп

Резисторы

R1 ОМЛТ-О,25-9,1 кОм±Ю% 1
R2 ОМЛТ-0,25-1 кОм+10% 1
R3 ОМЛТ-О,25-1,5 кОм±Ю% 1
R4 ОМЛТ-0,25-1 кОм+10% 1
R5...R8 ОМЛТ-О,25-10 кОм+10% 4
R9 ОМЛТ-0,25-1 кОм±Ю% 1

Конденсаторы

Cl, С2 КМ-4а-М75-560 пф±10% 2
сз КМ-5а-М750-1500 пФ+10% 1 ПараллеС4 КМ-5а-Н90-0,15 мкФ 2 льно

Диоды полупроводниковые

Д1, Д2 Д9Ж 2
дз Д18 9

Микросхемы

Мс1, Мс2 1ЛБЗЗЗ 2
Ш5, Ш7,
Ш8

Розетка РГ1Н-3-1 9
Ш12...Ш17
У1 Преобразователь напряжения И23.211.011Сп 1
У2 Блок индикации И22.746.012 1
УЗ Блок питания И22.087.219Сп 1
У4 Усилитель дифференциальный атд2.032.000 1
Уб Компараторы И23.211.012Сп 1
У7 Блок автоматики И22.070.073 1
У11 Индикатор полярности перегрузок И22.746.013Сп 1
У12 Делитель декадный с памятью И22.208.151Сп 1
У13 Делитель декадный с памятью И22.208.120Сп 1
У14, У15 Делитель с памятью 1,5 МГц И22.208.135Сп 2
У16 Устройство логическое И22.070.072Сп 1
У18 Блок атд.5.171.000 1

R1 Резистор ОМЛТ-0,25-1,2 кОм±Ю% 1
Д1 Диод полупроводниковый ЗЛ102Б 1



БЛОК ИНДИКАЦИИ
Перечень элементов И22.746.012ПЭЗ

Зона Поз. обоз
начение Наименование Кол. Примечание

R1
Резисторы

ОМЛ Т-0,25-3,9 кОм±Ю% 1
R2 ОМЛТ-О,25-15 кОм±Ю% 1
R4 ОМЛТ-0,25-3,9 кОм±Ю% 1
R6 ОМЛТ-0,25-К) кОм±Ю% 1
R7 ОМЛТ-0,25-15 кОм±Ю% 1
R8 ОМЛТ-О,25-220 кОм±Ю% 1
R9 ОМЛТ-0,25-15 кОм ±10% 1
RIO, R11 ОМЛТ-0,25-3,9 кОм±Ю% 2
R12 ОМЛТ-0,25-47 кОм±Ю% 1
R13 ОМЛТ-0,25-4,7 кОм±Ю% 1
R14 ОМЛТ-0,25-220 кОм±Ю% 1
R15 ОМЛТ-О,25-15 кОм±Ю% 1
R16 ОМЛТ-0,25-47 кОм±Ю% 1
R17 ОМЛТ-0,25-4.7 кОм±Ю% 1
R18 ОМЛТ-О,25-220 кОм±Ю% 1
R19 ОМЛТ-0,25-15 кОм±Ю% 1
R20, R49 ОМЛТ-0,25-47 кОм±Ю% 1
R21 ОМЛТ-0,25-4,7 кОм±Ю% 2
R22...R31 ОМЛТ-0,25-56 кОм±Ю% 1
R32 ОМЛТ-0,25-220 кОм±Ю% 10
R33 ОМЛТ-0,25-15 кОм ±10% 1
R34 "ОМЛТ-0,25-47 кОм±Ю°/о 1
R35 ОМЛТ-0,25-4,7 кОм±Ю% 1

1R36 ОМ Л Т-0,25-220 Ом±Ю%
R37 ОМЛТ-О.25-1,5 кОм±Ю% 1
R38 ОМЛТ-0,25-220 Ом±Ю% 1
R39 ОМЛТ-О.25-15 кОм±Ю% 1
R40 ОМЛТ-0,25-15 кОм ±10% . 1
R41 ОМЛТ-0,25-5,6 кОм±Ю% 1

91...150 кОмR42* ОМЛТ-0,25-91 кОм±Ю% 1
R43 ОМЛТ-0,25-3,3 кОм±Ю% 1

1 20...30 кОмR46* ОМЛТ-0,5-24 кОм±Ю%
R47* ОМЛТ-0,5-12 кОм±Ю% 1

1
1

9,1...15 кОм
R48 ОМЛТ-0,25-12 кОм±Ю%
R49 ОМЛТ-0,25-47 кОм±Ю%

С1...С4
Конденсаторы

К42У-2-250-0,33 мкф ± 10 % 4
С5 К50-6-15в-20 мкф 1
С6 КМ-6-Н90-1 мкф 1
С7 КМ-4а-М750-1800 пф±10% 1
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Зона Поз. обоз
начение Наименование Кол. Примечание

Диоды полупроводниковые

Д1 Д223 1
Д2, ДЗ Д220 2
Д4 Д223 1

Транзисторы

Т1...Т4 Г1308 4
Т5...Т8 МП26Б 4
T9 1Т308В 1
Т10 2Т301Е 1
Т11 П308 1

Микросхемы

Мс1, Мс2 133ИД1 2

Блок индикации И22.746.016

Резисторы

R3 , ’ОМЛТ-0,5-56 кОм±Ю% 1
R44, R45 ОМЛТ-0,5-56 кОм±Ю% 2

Лампы

Л1 Лампа ИН19В 1
Л2...Л5 „ ИН14 4
Л6 „ ИН19А 1
Л7 „ ИН19Б 1

24







ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
Перечень элементов И23.211.011Д

Поз. обоз
начение Наименование

Основн. 
данные 

номинал
Кол. Примечание

R1-R4
Резисторы

ОМЛ Т-0,25-1 Мом±5% 1 Мом 4
R5 ОМЛТ-0,25-2 Мом±5% 2 Мом 1
R6 МРХ-0,5-4,99 Мом±0,05%-Б 4,99 Мом 2
R7 МРХ-0,5-4,99 Мом±0,05%-Б 4,99 Мом 1
R8 МРХ-0,05-43,7 ком±0,05%-Б 43,7 ком 1
R9 СПб-1 А-100 ом 100 ом 1
R10 МРХ-0,05-10 ком±0.05%-Б 10 ком 1
R11 ОМЛТ-0,25-1 Мом±5°/о 1 Мом 1
R12 ОМЛТ-0,25-1 Мом±5% 1 Мом 1
R13 МРХ-0,25-8,98 Мом±0,05»/о-Б 8.98 Мом 1
R14 МРХ-0,05-43,7 ком±0,05%-Б 43,7 ком 1
R15 СП5-1А-4,7 ком 4,7 ком 1
R16 МРХ-0,05-898 ком±0,05%-Б 898 ком 1R17 СП5-1А-470 ом 470 ом 1R18 МРХ-0,05-100 ком±0,05%-Б 100 ком 1R19 ОМЛТ-0,25-1 Мом±5°/о 1 Мом 1
R20, R21 С2-14-1-549 ком±0,5%-А 549 ком 2
R22 С2-14-0.25-1 ком±0,5%-А 1 ком 1
R23 СП5-1А-220 ом 220 ом 1
R24* ОМЛТ-0,25-1 ком±10% 1 ком 1 220 ом—1,2 ком
R26 С2-14-1-1 ,Мом±0,5%-А 1 Мом 1
R27 С2-14-0,25-110 ком±0,5%-А НО ком 1
R28 СП5-1А-2,2 ком 2,2 ком 1
R29 С2-14-0,25-10,4 ком±0,5%-А 10,4 ком 1
R30, СП5-1А-1 ком 1 ком 1
R31 С5-5-1вт-1 ком±0,05°/о 1 ком 1
R32 МРХ-0,05-10 ком ±0,05%-Б 10 ком 1
R33 МРХ-0,05-100 ком±0,05%-Б 100 ком 1
R34 МРХ-0,05-1 Мом±0,05%-Б 1 Мом 1 j
R35 МРХ-0,25-10 Мом±0,05%-Б 10 Мом 1 1
R36 МРХ-0,05-89,8 ком±0,05%-Б 89,8 ком 1 !
R37 ОМЛТ-0,25-33 ком±10% 33 ком 1 1R38 ОМЛТ-0,25-4,3 ком±5% 4,3 ком 1 iR39 ОМЛТ-0,25-5,1 ком±5% 5,1 ком 1 iR40 ОМЛТ-0,25-3 ком±5% 3 ком 1 1R41 ОМЛТ-0,25-2 ком+5% 2 ком 1 iR42 ОМЛТ-0,25-5,1 ком±5% 5,1 ком 1 IR43 ОМ Л Т-0,25-10 ком±10% 10 ком 1 iR44* ОМ Л Т-0,25-470 ом±10% 470 ом 1 ■00—510 ом
R45 ОМЛТ-0,25-2,2 ком±10°/о 2,2 ком 1
R46, R47 ОМЛТ-0,25-300 ом±5°/о 300 ом 2
R48 ОМЛТ-0,25-2,2 ком±10% 2,2 ком I
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Поз. обоз
начение Наименование

Основн.
данные 

номинал
Кол. Примечание

R49* ОМЛТ-0,25-2 Мом±5% 2 Мом 1 1,6 2,2 Мом
R50 С2-14-0,25-12ком±0.5%-А 12 ком 1
R51 С2-14 0,25-5,23 ком+0,5%-А 5,23 ком 1
R52 СП5-1А-470 ом 470 ом 1
R53 ОМЛТ-0,25-9,1 ком±10% 9,1 ком 1
R54 ОМЛТ-0,25-1 Мом=5 % 1 Мом 1
R55 0? 1 v I Г-6,25-12 ком4-5% 12 ком 1
R56 ОМЛТ-О,25-1 Мои = 10% 1 Мом 1
R57* ОМЛТ-О,25-200 ом=5% 200 ом 1 150 -300 омR58 ОМЛТ-0,25-100 ком = 10% 100 ком 1

Конденсаторы
01, 02 К/ЗП-2-400-0,22 мкф^10% 0,22 мкф 2
03 К73П-2-400-0.47 мкфч-10% 0,47 мкф 1
04 К73П-2-400-0,01 -lOG.'o 0,01 мкф 1
05 К73П-2-400-0.047 мкф±10% 0,047 мкф 1
06 К/ЗП-2-400-0.068 мкФ--10% 0,068 мкф 1
07 КМ-4а-Н30-0.01 мкФ 1 0,01 мкф 1
08 KM-4a-H30-0.033 мкй 1 0.033 мкф 1
С9—Cl 1 КМ-5а-1Н6-6.Л 0,15 мкф 3
012 КПФА-0.3 3.5 пФ 1124.649.004-1 Он 0,3/3,5 пф 1
С13* КМ-4а-М75-620 пф= 10% 620 н ф 1 470 680 пф014 К42У-2-160-1 мкф=10% 1 мкф 1
015 КПФА-6.3,3.5 ini) 1424.649.001 1 On ; 0,3/3,5 пф 1
016 КПФА-0.3 3.5 in!) 0,3/3,5 пф 1017 КМ-5а-М47-39 пфМ5% 39 пф 1
018, 019 Г М-5а-Н90-0.1 мкф 0,1 мкф 2
02(Г КМ-4а-А 175-220 нф-! 10% 220 пф 1
021 КМ-6-Н90-1 мкф 1 мкф 1
(722 1\ М - 6 - Н 9 0 - 6.6 8 мкф 0,68 мкф 1
(223 КМ-5а-! 190-0.15 мкф 0,15 мкф 1
024* К. Л - 2 а - Г13 3 ' •’> .3 и ф =L- 0,4 % - • 1 3,3 пф 1 . 1,5 — 6,8 пф
025: 1\51-2а-Г!33 3,3 пф±0,4%-3 3,3 пф 1 1,5 - 6,8 пф
С2С:' КТ-1-М47-27 пф± 10%-3 27 пф 1 20 -33 пф
027 КМ-5а-М47-330 пф-4-5% 330 пф 1
К 28" КМ-5а-ПЗЗ-27 пФгИ0% 27 пф 1 20, 39, 62 пф
029 КМ-5а-М75-1200 пф-4-5% 1200 пф 1030, (331 КМ-5а-М75-1200 пф±-5% 1200 пф 2
( 532 * КМ-5а-ПЗЗ-270 пф± 10% 270 пф т 200, 390, 620 пф

Диоды полупроводниковые

Д1 2С139А 1Д2, ДЗ ДЮ5 2Д4, Д5 2Д102А 2Д6, Д7 2Д503Б 2
Д8 Д9К 1
Pl — Р4 Реле И24500 004Сп 4

Транзисторы

ПП1, ПП2 2Т301Е 2
ППЗ—ПП5 2П103Г 3
У1 Микросхема 140УД1Б 1
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Перечень элементов И23.211.012Д
КОМПАРАТОРЫ

Поз. обоз
начение Наименование

Основн. 
данные 

номинал
Кол. Примечание

Резисторы

R1 ОМ/1Т-0.25-330 ом± 10% 330 ом 1
R2 УЛИ-0,125-3,92 ком-4-1% 3,92 ком 1
R3 УЛИ-0,125-162 ом±1% 162 ом 1
R4 ; ОМЛТ-О.25-5,6 ком±10% 330 ом 1
R5 i ОМЛТ-0,25-39 ком±10% 39 ком 1
R6 ОМ Л Т-0,25-3,3 ком ±10% 3,3 ком 1
R7 ОМЛТ-0,25-5,6 ком±10% 5,6 ком 1
R8 СГ15-1А-1 ком 1 ком 1
R9 .УЛИ-0,125-1 ком±1% 1 ком 1
1? 10 ОМЛТ-0,25-5,6 ком±10% 5,6 ком 1
R11 ОМ Л Т-0,25-3,3 ком+ 10% 3,3 ком 1
R12 ОМ Л Т-0,25-560 ом±10% 560 ом 1
R13 (>5-5-1 вт 3,3 ком±0,5% 3,3 ком 1
R14 ОМЛТ-0,25-2,4 ком±5% 2,4 ком 1
R15 * ОМЛТ-0,25-200 ом±10% 200 ом 1 0 - 270 ом

Конденсаторы

С1 К50-6-15в-30 мкф 30 мкф 1
С2 КМ-5а-М1500-5100 пф±10% 5100 пф 1
СЗ К50-6-15в-5 мкф 5 мкф 1
04 К50-6-15в-30 мкф 30 мкф 1
С5 КМ-4а-ПЗЗ-470 пф±10% 470 пф 1
С6 К50-6-15в-1 мкф 1 мкф 1
С7 КМ-5а-М750-2200 пф±10% 2200 пф 1
Д1, Д2 ! Диод полупроводниковый Д219А 2
Дз 2С139А 1
ПП1 Транзистор 2Т201Д 1
У1—УЗ i Микросхема 140УД1Б 3
У4, У5 2ТК041 2
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